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高隔离度、硅SPDT、
非反射开关，9 kHz至13.0 GHz

HMC1118

ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文，敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误，ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性，请参考ADI提供

的最新英文版数据手册。

产品特性
非反射式50 Ω设计

正控制电压：0 V/3.3 V
低插入损耗：0.68 dB (8.0 GHz)
高隔离度：48 dB (8.0 GHz)
高功率处理

 35 dBm(通过路径)

 27 dBm(端接路径)

高线性度

 1 dB压缩(P1dB)：37 dBm(典型值)

 输入三阶交调截点(IIP3)：62 dBm(典型值)

ESD额定值：2 kV人体模型(HBM)
3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装

无低频杂散

建立时间(最终RFOUT的0.05 dB裕量)：7.5 µs

应用
测试仪器仪表

微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
光纤和宽带电信

概述

HMC1118是一款通用、宽带、非反射式单刀双掷(SPDT)
开关芯片，采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz
至13.0 GHz，具有高隔离度和低插入损耗。该开关具有

48 dB以上的隔离性能，8.0 GHz及以下频率时的插入损耗

为0.68 dB，最终RFOUT的0.05 dB裕量的建立时间为7.5 us。该

开关采用+3.3和0 V的正控制电压逻辑线路工作，需要+3.3 V
和−2.5 V电源供电。仅施加一个正电源电压而负电源电压

(VSS)接地时，HMC1118的工作频率范围不变，并且仍能保

持良好的功率处理性能。HMC1118采用3 mm × 3 mm表贴

LFCSP封装。

www.analog.com/cn/HMC1118
www.analog.com/cn/HMC1118
www.analog.com/cn/HMC1118
www.analog.com/cn/HMC1118
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表1.
参数  测试条件/注释  最小值 典型值 最大值 单位 
插入损耗       

 9 kHz至3.0 GHz  0.5 1.0 dB 
 9 kHz至8.0 GHz  0.68 1.1 dB 
 9 kHz至10.0 GHz  0.7 1.3 dB 
 9 kHz至13.0 GHz  1.3 2.0 dB 

RFC至RF1/RF2隔离度(最差情况)      
 9 kHz至3.0 GHz  40 50  dB 
 9 kHz至8.0 GHz  42 48  dB 
 9 kHz至10.0 GHz  28 35  dB 
 9 kHz至13.0 GHz 18 25  dB 

回损       
导通状态 9 kHz至3.0 GHz  26  dB 
 9 kHz至8.0 GHz  22  dB 
 9 kHz至13.0 GHz  9  dB 
关断状态 9 kHz至3.0 GHz  26 dB 
 9 kHz至8.0 GHz  14  dB 
 9 kHz至13.0 GHz  5  dB 

射频(RF)建立时间      
 50% VCTRL至最终RFOUT的0.05 dB裕量  7.5  µs 
 50% VCTRL至最终RFOUT的0.1 dB裕量  6  µs 

开关速度       
tRISE/tFALL  10%/90% RF  0.85   µs 
tON/tOFF  50% VCTRL至10%/90% RF  2.7  µs 

输入功率  1 MHz至13.0 GHz      
1 dB压缩(P1dB)  35 37  dBm 
0.1 dB压缩(P0.1dB)   35  dBm 

输入三阶交调截点(IIP3)  双音输入功率 = 14 dBm(各信号音)，1 MHz至13.0 GHz   62  dBm 
推荐工作条件1       
正电源电压(VDD)  3.0  3.6 V 
负电源电压(VSS)  −2.75  −2.25 V 
控制电压(VCTRL)范围  0  VDD V 
逻辑选择(LS)电压范围  0  VDD V 
RF输入功率 VDD/VCTRL = 3.3 V，VSS = −2.5 V，TA = 85°C，频率 = 2 GHz     
通过路径   35  dBm 
端接路径   27  dBm 

热切换功率水平 VDD = 3.3 V，TA = 85°C，频率 = 2 GHz  27  dBm 
壳温范围(TCASE)  −40  +85 °C 

 
1 这些值是这些参数的推荐值。  

 

 

 

 

技术规格
电气规格

除非另有说明，VCTRL = 0 V/3.3 V dc，VDD = LS = 3.3 V dc，VSS = −2.5 V dc，TA = 25°C，50 Ω系统。

HMC1118
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表2.
参数  符号  最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释  
输入控制电压       <1 µA(典型值) 
低  VIL −0.3  +0.8 V  
高  VIH 2.0   VDD + 0.3 V  

 

偏置和电源电流  

表3.
参数  符号  最小值 典型值 最大值 单位 
电源电流       

VDD = 3.3 V IDD  20 200 µA 
VSS = −2.5 V ISS  0.5 10 µA 

 

 

HMC1118

数字控制电压

除非领域说明，VDD = 3.3 V ± 10%，VSS = −2.5 V ± 10%，TCASE = −40°C至+85°C。



 

Rev. 0 | Page 5 of 11 

绝对最大额定值
表4.
参数  额定值 
正电源电压(VDD)范围 −0.3 V至+3.7 V dc
负电源电压(VSS)范围 −2.8 V至+0.3 V
控制电压(VCTRL)范围 −0.3 V至VDD + 0.3 V
逻辑选择(LS)电压范围 −0.3 V至VDD + 0.3 V
RF输入功率1(VDD/VCTRL = 3.3 V，VSS = −2.5 V，

TA = 85°C，频率 = 2 GHz) 图4
参见图2至

 
通过路径 37 dBm 
端接路径 28 dBm

 

热切换功率水平(VDD = 3.3 V，
TA = 85°C，频率 = 2 GHz)

30 dBm 

存储温度范围 −65°C至+150°C  
最大回流温度(MSL3额定值)  260°C 
通道温度 135°C 
热阻(通道至封装底部)  
通过路径 116°C/W 
端接路径 100°C/W 

ESD灵敏度(HBM)，2类 2 kV 

 1 推荐工作条件参见表1。
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图2. 功率减额(通过路径)  
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图3. 功率减额(通过路径，低频细节)
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图4. 功率减额(热切换功率)

 

HMC1118

注意，等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永

久性损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任

何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推

断产品能否正常工作。长期在超出最大额定值条件下工作

会影响产品的可靠性。

 

 

ESD警告

 

ESD(静电放电)敏感器件。  
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高能

量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的

ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。
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引脚配置和功能描述
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NOTES
1. THE EXPOSED PAD MUST BE CONNECTED

TO THE RF/DC GROUND OF THE PRINTED
   CIRCUIT BOARD (PCB).  

图5. 引脚配置

表5. 引脚功能描述

引脚编号 引脚名称 描述

1, 2, 4至6, 8, 13, 15, 16 GND 地。 封装底部有一个裸露金属焊盘，必须将其连接到印刷电路板(PCB) RF/dc地。
GND接口原理图参见图6。

3 RFC RF公共端口。 此引脚为直流耦合并且匹配50 Ω电阻。
若RF线路电位不等于0 V dc，则需要隔直电容。

7 RF2 RF2端口。 此引脚为直流耦合并且匹配50 Ω电阻。
若RF线路电位不等于0 V dc，则需要隔直电容。

14 RF1 RF1端口。 此引脚为直流耦合并且匹配50 Ω电阻。 
若RF线路电位不等于0 V dc，则需要隔直电容。

9  VSS  负电源电压引脚。

10 VCTRL  控制输入引脚。 参见表1、表2和表6。
11 LS 逻辑选择输入引脚。 参见表1、表2和表6。
12 VDD 正电源电压引脚。

 EPAD 裸露焊盘。 裸露焊盘必须连接到印刷电路板(PCB)的RF/dc地。

表6. 真值表

控制输入 信号路径状态

LS VCTRL RFC至RF1 RFC至RF2
高 开 关 

 关 高 高 开 
关 低

低

低 开 
开 高 低 关 

 

接口原理图
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图6. GND接口原理图
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图8. LS接口原理图
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典型性能参数
插入损耗、回损和隔离
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图9. 插入损耗与频率的关系
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图10. 回损与频率的关系
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图11. RFC与RF1/RF2端口之间的隔离度与频率的关系
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图12. RF1与RF2端口之间的隔离度与频率的关系
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输入压缩点和输入三阶交调截点
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图13. 0.1 dB和1 dB压缩点与频率的关系
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图14. 不同温度下1 dB输入压缩点与频率的关系
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图15. 不同温度下输入三阶交调截点(IIP3)与频率的关系
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图16. 0.1 dB和1 dB输入压缩点与频率的关系(低频细节)   
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图17. 不同温度下1 dB输入压缩点与频率的关系(低频细节)
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图18. 不同温度下输入三阶交调截点(IIP3)与频率的关系(低频细节)
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表7. 开关工作模式

数字控制输入  信号模式  
LS VCTRL RFC至RF1  RFC至RF2  
高  低  导通模式。

从RFC端口到RF1端口的低插入损耗路径。 
关断模式。
RF2端口与RFC端口隔离，
并且内部端接到50 Ω负载以吸收施加的RF信号。

 
 

高  高  关断模式。
RF1端口与RFC端口隔离，
并且内部端接到50 Ω负载以吸收施加的RF信号。

 
 

导通模式。
从RFC端口到RF2端口的低插入损耗路径。 

低  低  关断模式。
RF1端口与RFC端口隔离，
并且内部端接到50 Ω负载以吸收施加的RF信号。

导通模式。
从RFC端口到RF2端口的低插入损耗路径。 

低  高  导通模式。
从RFC端口到RF1端口的低插入损耗路径。 

关断模式。
RF2端口与RFC端口隔离，
并且内部端接到50 Ω负载以吸收施加的RF信号。

 

 
 

工作原理
HMC1118要求将一个正电源电压施加于VDD引脚，将一个

副电源电压施加于VSS引脚。建议在电源线路上连接旁路

电容，以将RF耦合降至最低。将一个正电源电压施加于

VDD引脚而将负电压输入引脚(VSS)接地时，HMC1118也能

工作，不过输入功率压缩和三阶交调截点的性能可能会

降低。

HMC1118通过施加于VCTRL引脚和LS引脚的两个数字控制

电压进行控制。建议在这些数字信号线上连接一个小值旁

路电容以改善RF信号隔离性能。

HMC1118内部匹配RF输入端口(RFC)和RF输出端口(RF1和
RF2)的50 Ω电阻，因而不需要外部匹配元件。RF1和RF2引
脚为直流耦合，若RF电位不等于0 V共模电压，则RF路径需

要隔直电容。设计为双向，输入和输出可以互换。

理想的通电序列如下：

1. GND上电。

2. VDD和VSS上电。 相对顺序不重要。

3. 数字控制输入上电。逻辑控制输入的相对顺序不重要。

数字控制输入先于VDD电源上电可能会导致意外正偏并

损害内部ESD保护结构。

4. RF输入上电。

逻辑选择(LS)用于定义RF路径选择的控制输入逻辑序列。 
若LS引脚设为逻辑高电平，则当VCTRL为逻辑低电平时，

RFC至RF1路径导通；当VCTRL为逻辑高电平时，RFC至RF2
路径导通。 若LS设为逻辑低电平，则当VCTRL为逻辑高电平

时，RFC至RF1路径导通；当VCTRL为逻辑低电平时，RFC
至RF2路径导通。

根据施加于LS和VCTRL引脚的逻辑电平，一个RF输出端口

(例如RF1)设置为导通模式，插入损耗路径将输入提供给输

出。另一个RF输出端口(例如RF2)设置为关断模式，输出

与输入隔离。当RF输出端口(RF1或RF2)处于隔离模式时，

将其内部端接到50 Ω电阻，端口吸收施加的RF信号(参见

表7)。

HMC1118
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图19. EV1HMC1118LP3D评估PCB

 

表8. EV1HMC1118LP3D评估板物料清单1

项目 描述 制造商2

J1至J3 PC安装SMA RF连接器  
TP1至TP5 通孔固定安装测试点  
C1, C5 100 pF电容，0402封装  
U1 HMC1118 SPDT开关 Analog Devices, Inc. 
PCB 600-01012-00-1评估PCB，Rogers 4350电路板材料 EV1HMC1118LP3D, Analog Devices, Inc.1 
 
1 订购完整评估PCB时请提供此号码。
2 “制造商”栏中的空白单元表示相应元件可由用户选择。

应用信息
评估PCB
利用适当的RF电路设计技术产生本应用所用的评估PCB。
RF端口的信号线必须具有50 Ω阻抗，封装接地引脚和背面

接地金属块必须直接连接到接地层，类似图19中所示。图

19所示评估板可向ADI公司申请获得。

HMC1118

www.analog.com/cn/EV1HMC1118LP3D
www.analog.com/cn/EV1HMC1118LP3D
www.analog.com/cn/EV1HMC1118LP3D
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外形尺寸
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THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
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*COMPLIANT WITH JEDEC STANDARDS MO-220-VEED-4
  WITH THE EXCEPTION OF PACKAGE EDGE TO LEAD EDGE.  

图20. 16引脚引线框芯片级封装[LFCSP_WQ]
3 mm × 3 mm，超薄体

(CP-16-38)
图示尺寸单位：mm

 

订购指南

型号1 温度范围 MSL额定值2 封装描述 封装选项 标识3  
HMC1118LP3DE −40°C至+85°C   MSL3 16引脚引线框芯片级封装[LFCSP]

XXX X
H 8111  

HMC1118LP3DETR −40°C至+85°C   MSL3 16引脚引线框芯片级封装[LFCSP] 
XXX X
H 8111  

EV1HMC1118LP3D   评估板   
 
1 HMC1118LP3DE和HMC1118LP3DETR是符合RoHS标准的器件。
2 参见“绝对最大额定值”部分。
3 XXXX为4位批次号。
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